Membrane
ultrafine
din GaN

Centrul National de Studiu
si Testare a Materialelor
al UTM in parteneriat

cu Institutul National

de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microtehnologie,
Bucuresti, au realizat
proiectul bilateral de cer-
cetare ,,Sinapse artificiale
bazate pe membrane ultra-
fine din GaN”.

In rezultatul cercetarilor
efectuate s-a demonstrat,
in premiera, ca reteaua de
nanomembrane in baza
GaN are proprietati carac-
teristice unui dispozitiv
memristiv (tranzistor cu
memorie). Elaborarea
procedeelor tehnologice
de creare a nanomem-
branelor ultrasubtiri din
GaN si a memristorului
permit dezvoltarea unor
noi dispozitive care ar
putea fi implementate in
domeniul nanoelectronicii,
contribuind la dezvoltarea
dispozitivelor analogice
sinapselor, cu functio-
nalitati de invatare si
memorie. Aceste circuite si
dispozitive neuromorfice
au o importanta deosebita
datorita avantajelor in
imbunatatirea capabilita-
tii computerelor non-von
Neumann, bazate pe arhi-
tecturi neuronale.

A fost elaborat si un foto-
memristor in baza de SnS,,
ghidat de lumina solara.
Rezultatele cercetarilor au
fost publicate in 9 articole,
inclusiv 4 articole in reviste
internationale cu factor de
impact 2-3,8; mediatizate
la 5 conferinte stiintifice de
la Chisinau, Atena, Sinaia,
Bucuresti; au servit ca su-
port stiintific pentru 2 teze
de doctor si o teza de master.

Relevanta cercetarilor este
confirmata de lista propu-
nerilor de proiecte castigate
in cadrul concursurilor
nationale si internatio-
nale: proiectul european
»NanoMedTwin”, proiectul
bilateral STCU ,,Nanoar-
hitecturi tri-dimensionale
ierarhice hibride in baza
aerogelurilor grafitice si
compusilor semiconduc-
tori nanocristalini pentru
aplicatii multifunctionale”
si proiectul regional ,,The
Danube Nano Micro Facility
Network”.



